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【はじめに】我々の研究グループでは、GaNナノワイヤ(NW)を用いた量子殻レーザの検討を行って

いる。NW を用いる利点は、NW 側壁に非極性面の活性層を形成し、トンネル接合(TJ)を活用し

n-GaN で埋め込むことで、低抵抗で光吸収率の低い電流拡散を目指している。Figure1 にデバイ

ス構造を示す。本構造では、リッジ上部電極をアノード電極、下部をカソード電極としている。

Figure2 に量子殻レーザ構造でプロセスを行った後のアノード間とカソード間の VI 測定結果を

示す（電極間距離はアノード・カソード間共に 10µm）。特にカソード側で高抵抗化しており、

これを解決するために、本報告ではデバイス工程の見直しを行った。 

【実験方法】量子殻レーザ構造のカソード側(reference)の電極形成工程は、Cl2 ドライエッチングに

よりリッジストライプを作製後、硫化水洗浄し、SiO2絶縁膜をスパッタで形成する。その後電極

蒸着部の SiO2を CF4ドライエッチングで除去して、硫化水洗浄とオゾンアッシングを行い、除

去した部分に電極を蒸着する。以上の reference工程の中で、どのプロセスが高抵抗化の原因とな

っているのか検討を行った。基板は、量子殻レーザ構造に用いている NW成長前の GaN基板上

にプロセスを変えて電極形成を実施した。referenceの量子殻レーザプロセスと同工程、reference

から硫化水洗浄を除いた行程、referenceからオゾンアッシングを除いた行程、referenceから SiO2

スパッタと電極部エッチングを除いた工程、オゾンアッシングと硫化水洗浄と電極形成のみの工

程、計 5つのプロセスフローを行った後、VI測定を行い、referenceとの比較検討を行った。 

【結果と考察】上記5つのプロセスをNW成長前の平坦GaN基板上に行ったときのVI測定結果と、

reference の VI 測定結果の比較を Figure3 に示す。5 つのプロセスの全てで、reference と比較し

て、大幅に低抵抗化した。高抵抗化の原因の 1つとして、電極部エッチングの際に、基板表面凹

凸部に残っている Si とエッチングガス CF4が反応してポリマーを形成している可能性が挙げら

れるため、今後は CF4エッチングを行った後、Cl2エッチングによってクリーニングを行い、低

抵抗化できるか検討していく。 
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Figure2：VI measurement results 

after running the process on the MQS board 
Figure3：VI measurement results after 

processing on a flat n-GaN  

substrate and MQS board 

 

Figure1：device structure 
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